FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

— . SF 826 SF 827
Silizium-npn-Transistoren
in Epitaxie-Planar-Technologie SF 828 SF 829

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) TGL 43386
Grenzwerte (im Betriebstemperaturbereich) Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen/ SF826 SF827 SF828 SF829 e Die Transistoren der Typenreihe SF 826
(Bedingungen) Einheit bis SF 829 sind fir Anwendungen in
Breitbandverstirkern und als mittel-
Kollektor/Basis-Spannung Ucro V] 33 66 100 120 schnelle Schalter vorgesehen.
Kollektor/Emitter-Spannung Uco V] 20 30 60 30 e Es handelt sich um Nachfolgetypen der
Emitter/Basis-Spannung Ueo  [V] 7 7 7 7 bewihrten Si-Transistor-Reihe SF126 bis
Kollektorstrom Ic [mA] 500 500 500 500 SF129.
(tyy = 20 ms) ® Die Transistoren haben ein Plastgehiuse
Basisstrom Iy [mA] 250 250 250 250 der Bauform SOT 54.
Gesamtverlustleistung Py [mW] 735 135 735 735 e Die Transistoren werden vom Hersteller
(8,=25°C) nach Gleichstromverstirkungsgruppen se-
Sperrschichttemperatur 3 [°C] 150 150 150 150 lektiert.
T
Kennwerte (thermisch) ypenspektrum
. Grundtyp h,,;e-Gruppen
Parameter Kurzzeichen min. max.
SF 826 B,C,D,E
Betriebstemperaturbereich A °C] —40 125 SF827 B,C,D.E
Wirmewiderstand Sperrschicht/Luft Rinja [K/W] 170 SF828 B,C,D,E
SF 829 B,C,D
Kennwerte (statisch/dynamisch bei 8, = 25 °C) Gleichstromverstirkungs-
i i i Gruppen
Parameter (Bedingungen) Typ Kurzzeichen min.  typ.! max. (hyie bei Ugs = 20V und I, = 100 pA)
Kollektor/Emitter-Durchbruchspannung? Usriceo vl Gruppe min. max.
(Ic=10mA) SF 826 20
SF 827 30 B 28 n
SF 828 60 C 56 140
SF 829 80 D 112 280
Kollektor/Emitter-Sattigungsspannung Ucgsar V] 0,5 E 224 560
(I =150 mA; Iz = 15 mA)
Kollektor/Basis-Reststrom Icpo [nA]
U= 33V) SF 826 0,19 100 . . . .
U= 66V) SF 827 0,26 100 Appllkatlonshmwelse
(Ucg =100V) SF 828 0,29 100
(Ues =100 V) SF 829 0,09 60 ® Die Transistoren SF826 bis SF829 lassen
Ueg=120V) SF 829 0,11 1000 sich prinzipiell in allen Schaltungen ein-
Emitter/Basis-Reststrom Teso [uA] 1 setzen, in denen bisher die Typen SF 126
Ug=7V) bis SF 129 zum Einsatz kamen.
Basis/Emitter-Séttigungsspannung Usgsar [mV] 771 ® Zu beachten ist jedoch, daB die Typen im
(Ic =50 mA; Iy = S mA) SOT 54-Gehduse nicht wie die alten Ty-
Basis/Emitter-Spannung Uy [mV] pen im TO 5-Gehiduse zur Erhohung der
(Ugg =2V; I =100 uA) Gruppe B 586 Verlustleistung mit Kiihisternen o.4. aus-
Gruppe C 571 gestattet werden kdnnen.
Gruppe D 546 o Fiir Komplementiranwendungen existie-
Gruppe E 532 ren die Typen SF 816 bis SF819.
Transitfrequenz fr [MHz] 60
(Uee = 10 V; I = 10 mA; f = 15 MHz)
Rauschfaktor F [dB] 2,8 :
(Ug=6V;1.=02mA;f=1kHz, MaBbild
Af =200 Hz; R = 2kQ)
Kollektorriickwirkungs-Zeitkonstante hyy
(Ueg = 10V I, = 0; f = 30 MHz) p [ps] o s
Gruppe B 20 ?:.' 12.7mrzm 5 o7
Gruppe E 52 5 o, T
KurzschiuB-Ausgangskapazitit Cae [pF] 53 s 3¢
(Uep =10V; Iy = 0; f= 1 MHz) 1 Wp—
Schaltzeiten ton [ns) . . "
= . - Fiir Litung ni
Ge=S0maslu=sme)  Grove 110 i g it
tor [ns] Bild 1: MaRbiid und AnschluBbelegung
Gruppe B 850
Gruppe E 950
Kennlinien
1 Die typischen MeBwerte sind chargenbedingt verinderlich
2 Messung erfolgt impulsmiBig (s.5.80) »>
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Bild 5: Ausgangskennlinien bei niedri-
gen Basisstromen
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Bild 8: Sittigungsspannungen bei
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Bild 6: Ausgangskennlinien bei héheren
Basisstromen
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Bild 9: Rauschfaktor als Funktion der
Frequenz
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Biid 2: Umgebungstemperaturabhan- Bild 3: Zulassiger Arbeitsbereich Bild 4: Umgebungstemperaturabhangig-
gige Verlustleistungsreduzierung {SOAR) beim Tastverhaitnis k = 0,01 keit der Basis/Emitter-Spannung
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Bild 7:  Gleichstromverstarkungsfaktor
als Funktion des Kollektorstromes
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Bild 10: Abhéngigkeit des Rauschfaktors
vom Kollektorstrom

Bild 11: Ausgangskapazitit der Transi-
storen als Funktion der Kollektor/Basis-
Spannung {(ganz links)

Bild 12: Transitfrequenz in Abhangigkeit
des Kollektorstroms bei unterschiedli-
chen Kollektor/Emitter-Spannungen als
Parameter
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